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論
文

1. 緒　言

　携帯電子機器の普及にともない高密度プリント配線板に
実装される半導体パッケージとしては CSP (Chip Size 
Package)や BGA (Ball Grid Array)が多くなってきている。
Fig. 1に示したように，ほとんどの CSPや BGAでは，Au
ワイヤボンディングによって半導体チップとパッケージ基

板端子を接続するとともに，はんだボールによってプリン
ト配線板とパッケージ基板端子を接続している。この二つ
の接続を同時に満足させるためにはパッケージ基板の両面
の端子表面に Auめっきが必要である。従来，パッケージ
基板端子の Auめっきには成熟技術である電解 Ni/Auめっ
きが使用されている。しかし，不要インダクタンス除去に
よる高速化やパッケージ基板の高密度化の強い要求に応え
るために，電解めっき用リード線を必要としない無電解Ni/
Auめっき技術が注目されている 1)。
　この無電解 Ni/Auめっきには，はんだボール接続信頼性
とワイヤボンディング性に大きな技術的課題がある。はん
だボール接続の課題は，携帯機器の落下衝撃に対し，半導
体パッケージとプリント配線板のはんだボール接続部（二
次接続）が従来の電解 Ni/Auめっきより弱いことであ
る 2)。無電解 Ni/Auめっきのはんだボール接続信頼性が低
い原因としては，置換 Auめっき反応時の下地無電解 Ni層
に局所的な溶解孔が形成されるためであることが分かって
いる 2)～4)。また既報において，無電解 Niの厚みがはんだ

*日立化成株式会社（〒 308-0861　茨城県筑西市森添島 1919)
**日立化成テクノサービス株式会社（〒 308-0861　茨城県筑西市森添島 1919)
*Hitachi Chemical Co., Ltd (1919 Morisoejima, Chikusei-shi, Ibaraki 308-0861)
**Hitachi Chemical Techno Service Co., Ltd (1919 Morisoejima, Chikusei-shi, Ibaraki 308-0861)

　概要　無電解 Ni/Auはワイヤホンディング前の熱処理で Auワイヤボンディング強度が低下するが，無電解 Ni/Pd/Auと電
解 Ni/Auは優れた Auワイヤボンディング強度を得られる。この理由を解明するため，無電解および電解めっきを組合せた 9
種類の構成の Auめっき皮膜を作製し，ワイヤボンディング強度を調べた。さらに，Auめっき皮膜の表面，断面，結晶粒の大
きさと下地金属の拡散挙動を，SEM，FIB/SIM，EBSP，XPSにより評価した。Auめっき皮膜はエピタキシャル成長し，大き
く成長した Au結晶粒は粒界を減少させて下地金属の粒界拡散を抑制し，良好な Auワイヤボンディング強度をもたらしてい
ることが分かった。
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In order to investigate the root causes of the high bonding strength of Au wire on electroless Ni/Pd/

Au (ENEPIGEG) and electrolytic Ni/Au plating and the low bonding strength of Au wire on electroless 
Ni/Au (ENIGEG), the wire bonding behaviors on the various Au plating under-layer structures were 
evaluated. After analyzing the surface morphologies, cross sections, crystal grains, and diffusion behavior 
of the Au plating under-layers using SEM, FIB/SIM, EBSP and XPS, we found that the grain size of the 
Au deposit depended on the grain size of the underplated metals, and that large grain size Au deposits 
decreased the grain boundary of the Au deposits, reducing the grain boundary diffusion of the underplated 
metals. Thus, we concluded that the bonding strength of Au wire depends on the diffusion behavior of the 
underplated metals and the grain size of the Au deposits.
Key Words: Electroless Ni/Pd/Au, Wire-bonding Reliability, Heat Treatment, Grain Size, Grain Boundary 

Diffusion, Bulk Diffusion

半導体パッケージ基板用無電解 Ni/Pd/Auめっき技術（第 2報） 
～Auワイヤボンディング強度に及ぼす Auめっき皮膜構成の影響～

江尻　芳則 *，櫻井　健久 *，荒山　貴慎 **，鈴木　邦司 *，坪松　良明 *， 
赤井　邦彦 *，中川　昌之 *，山村　泰三 *，廣山　幸久 *，長谷川　清 *

Electroless Ni/Pd/Au Plating for Semiconductor Package Substrates II 
―Effect of Au Plating Under-Layer Structure on Au Wire Bonding Strength―

Yoshinori EJIRI*, Takehisa SAKURAI*, Yoshinori ARAYAMA**, Kuniji SUZUKI*, Yoshiaki TSUBOMATSU*, Kunihiko AKAI*,  
Masashi NAKAGAWA*, Taizou YAMAMURA*, Yukihisa HIROYAMA*, and Kiyoshi HASEGAWA*

●総合論文
「エレクトロニクス実装学会誌」17〔 4〕297～306 (2014)

Fig. 1　Structure of the electronics package (Wire bonding 
type)


